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(54) Zpusob vyroby integrovanych obvoda v pevné fazi s dielektrickou
izolaci

Vynélez se tfkd apisobu v¥roby inte- .
grovenfch obvodd v pevné fézi s dielektric-
kou izolaci vytvoienou selektivnim lepté-
nim a selektivni oxidac{ kiem{ku ples mase
ku zhotovenou ve vrstvd oxinitridu kiemiku.
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Vyndlez se tykd zplsobu vyroby integrovanfch obvodl v pevné fézi s dielektrickou izo-
lact.

Moderni integrované obvody v pevné fézi Jsou vyrdbény s vyulitim selektivni oxidace
kiemiku. Vratvy kysli¥nfku kiemi&itého Je u bipoldrnich obvodd k dielektrické izolaci v ho-
rigontdlnin sméru, u unipolérnich obvodd tvorf{ vrstva kysli¥nfku kFfemi¥itého p¥fmo tazv.
*polni” oxid, szabrenujfci inverzi povrchu wimo aktivni prvky obvodu.

Ve standerdnim technologickém procesu se jako masky pro selektivni oxidaci kiemiku
vyulivd vrstvy nitridu kiemfku Si3N, tloustxy 150 a 300 nm, leXici na tenké vtstvilce
kyelidniku ki‘emilitého SiOp tloudiky 10 a% 20 nm. V této dvojvratvé jsou pek fotolitogra~
fickou cestou a chemickym nebo plasmochemickym lepténim vytvarovéna okénka aZ k povrchu
monokrystalického kfemfku. Takto vytvorend masky se pak vyu¥ije bud p*fmo k selektivni oxi-
dacl kfemiku enebo nejprve k pledleptdni ki‘emfku a nésledujic{ selektivni oxidaci. P%udlep-
tént kiemiku slowZi k zapu¥t&ni izola¥ni vrstvy kyslinfku k¥emiZitého a k vytvoreni pla-
nédrnfho vysledného povrchu struktury. Tenkd vrstvidke kysli¥nfku kifemifitého mezi vrstvou
nitridu kifemf{ku a povrchem kfemfku je u standardnfho procesu nutné pro potladeni neidédouci-
ho pnut{, vyvoldvajiciho krystelografické defekty v kFfemfku. Mezi nevyhody stendardniho
postupu patif:

- néro¥nd pripreva a m&fen{ velmi tenké a presné mezivrstivy kysliénfku k¥emiZitého,

- komplikované fotolitografické szpracovdni dvojvratvy nitrid kifemfku - kysli¥nik ki‘emiZity,
vyfedujici leptén{ kvalitativni odlisnych vrstev,

= problémy 8 presnou definici{ dsného motivu masky v dvojvrstvd nitrid kiemfku - kyslidnik
Ifemidity; zvld3td kritické Je podleptdni tenké vrstvilky kysliZnfku ki*‘emilitého, pirede-
v3im psk p¥i{ chemickém lepténi kiemfku.

Uvedené nevfhody odstraiuje zpisob viroby integrovanyeh obvodd v pevné fdzi s dielek+
trickou izolacf vytvofenou selektivni termickou oxidaci nebo selektivnim lepténim a selektiv~
ni termickou oxideci kl'emfku podle vyndlezu, jeho’ podstata spoiivé v tom, %e maska je zho-
tovens ve vratvd oxinitridu kifemfiku Sioxny.

V¥hody tohoto postupu spodivajl v tom, Ze:

« dvojvrstva nitrid ki‘emiku - kyslidnik kfemiZity Je nehrafens Jjedinou vrstvou oxinitridu
kem{iku s odpadd tak néro¥nd p¥iprave a mé¥eni tenké vrstvilky kysliniku kiemiZitého,

- zjednodu¥f se fotolitografické piiprave masky ne leptdni jen jediné oxinitridové vrstvy,

- pii plasmochemickém leptén{ vrstvy oxinitridu kiemfku pfes masku ve fotoresistu lze s v§-
hodou ples tutéX masku ve stejném pracovnim cyklu leptat i k¥emik,

- zm¥nou obasehu kysliku ve vrstvd oxinitridu kfemflu lze v ¥irokém rozmegi ¥{dit velikost
mechenického pnuti mezi vrsivou exinitridu kfemliku a kiemikem,

- mofnoat doséhnout lep3{ definice horigontdlnich rozm#rd morfologickjch detaild, stejnd
Jako pFizniv&j¥{ vertikélni geometrie, tj. planérnfho pevrchu.

Pfikled vyu¥it{ vynélezu p¥i vyrob& integroveaného obvedu isoplanérniho typu s dielek-
trickou izolaci vytvolenou selektivnim lepténim a selektivnf termickou oxidsci kfemiku pires
nasku shotoveneu ve vratvi oxinitridu kiemfku:

K¥em{kové destilka typu vodivosti P s utopenyml, arzénem difundevenymi oblestmi s kie-
mikovou epitaxnf vrstven typu P, je pfiprevena standerdnim zpisobem. Poté se ktemfkové des-
tika ddklednd umyje & na Jjejim pevrchu se reskc{ amoniaku KH; 8 diehlersilenem SiH,Cl; »

s kyslilnikem dusaym N0 vytveri pii teplotd 900 OC a tlaku 70 Pa vrstva oxinitridu kitemiku
o tlousfce 200 nm @ indexu lomu 1,80 (1= 632,58 nm). Takte vytvorend vrstve oxinitridu kbe-
niku ebsshuje cca 15 ¥ atomovych kysliku.



212647 ' 2

Stendardnim postupem se na ki‘emfkovou destifku s vrstvou oxinitridu ki‘emiku nsnese
vrstva fotorezistu o minimélnf tloufce 1,5 ym a vytvorl se izola¥ni fotorezisiové maska.
Plasmochemickym lepténim ve sm¥si tetrefluormetenu CFy a kysliku Op a helia He se v otevie~
nfch okénkdch fotorezistové masky proleptd nejprve vrstva oxinitridu kfemiku a poté, v rém-
ci tého¥ pracovniho cyklu, se vyleptajl izola¥n{ kendlky do kfemikové epitexni vrstvy, le-
£ici na ki‘emf{kové destifce., Typickéd hloubka vyleptanfch kendlkd v kifemikové epitaxni vrstvé
&ing 1 p Nésleduje odstransni fotorezistové vrstvy v kyslikovém plasmatu. Pak Je kfemfko-
vé destilka vystavena termické oxidaci ve vodni pére pfi teplotd 900 °C po dobu 20 hodin,
Semu? odpovidé vrstva izola¥nftho kysli¥niku kfemiéitého o tloiistce 1,7 pm. PFi termické
oxidaci se mald &dst vrstvy oxinitridu kfemiku ~ asi 20 nm -~ pFremdni na kyslidnik kifemili-
ty. Tuto vrstvu kyslifniku kifemilitého Je nutné odstranit v pufrované kyselin® fluorovodi-
kové. V dalsim kroku Je moiné vrstvu oxinitridu kif*emfku vyuZ{t pro maskovéni proti ndsle-
dujfcim difdzim a implentacim,eanebo Jji lze Wpln¥& odleptat v horké kyselin¥ fosforelné.
Nésledhé operace zpracovdni kiemfkové destilky jsou shodné se standardnim isoplendrnim
technologickfm procesem.

\

PREDMET VYINALEZU
Zplisob vjiroby integrovanfch obvodd v pevné fézi s dlelektrickou isolaci, vyznaleny

tim, %e maska pro selektivni oxidaci, anebo pro selektivni lepidnf a selektivnf oxidaci kPe-
miku je zhotovena ve vratvé oxinitridu klemiku.
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